
































































专利名称(译) 液晶显示器包括有机钝化层，其接触源区和漏区之间的半导体层的一部分

公开(公告)号 US6940566 公开(公告)日 2005-09-06

申请号 US10/676667 申请日 2003-10-01

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 RHO SOO GUY
LEE JUNG HO

发明人 RHO, SOO-GUY
LEE, JUNG-HO

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1362 G02F1/1333 H01L29/04

CPC分类号 G02F1/136213 G02F1/136227 G02F1/136209 G02F2001/133357

优先权 1019970038854 1997-08-14 KR
1019970048775 1997-09-25 KR
1019960057610 1996-11-26 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

通过在基板上涂覆可流动的绝缘材料来形成钝化层，其中薄膜晶体管和
存储电容器电极以及像素电极形成在钝化层上。使用像素电极作为掩模
蚀刻钝化层的一部分以在薄膜晶体管上形成凹槽，然后通过在凹槽中填
充有机黑色光致抗蚀剂来形成黑矩阵。为了增加存储电容，去除钝化层
的一部分或在存储电容器电极上形成金属图案。可流动的绝缘材料用作
栅极绝缘层以平坦化衬底。在蚀刻停止型薄膜晶体管的这种情况下，使
用光可限定材料作为蚀刻停止层，以减小栅电极和漏电极之间的寄生电
容。
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